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Fig. 1 Sefial moduladora y modulada
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Fig. 2 Espectro de frecuencia AM y banda base
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Fig. 3 Representacion en blogues de AM [1]
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Fig. 4 Conexion 1, portadora a Drain y
moduladora a Gate Fuente:PCB Wizard.
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Fig. 5 Conexion 2, portadora y moduladora a Gate, VDC a
Drain

Fig. 7 Disefio de PCB Fuente:PCB Wizard.
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Fig. 6 Conexion 3, portadora a Gate y
moduladora a Drain Fuente:PCB Wizard.
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Fig. 7 Corriente de Drenador en funcién del voltaje de Compuerta Fuente: Elaboracion propia.



Mediciones vs teoria
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Grafico 1 Comparacion del transistor K3878 con un comportamiento ideal Fuente: Scilab..
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Grafico 2 Aproximacion cuadratica Ids vs Vgs (Izquierda) y VVds vs VVgs (Derecha). Fuente: Scilab..



Ecuaciones de comportamiento
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Grafico 3 Aproximacion exponencial Ids vs Vgs Fuente: Scilab.
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Deformidad por Frecuencia

Parameters | Qgs Ciss Vih
RFP2N08 - 200pF | 2a4V
IRF9Z10 |3.8nC| 270pF | -2a-4V

ZHEDE 2.2ncC 380450 2adv
I pF
IRL3303 |8.8nC| 870pF |1V _min*
IRFE40N | 11nC | 1160pF | 2a4Vv
IRF640C | 13nC | 1300pF | 2a4v
K3878 | 34nC| 2200pF | 2a4V

Tabla 1 Comparacion de transistores analizados

Fuente:Elaboracion propia .
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Grafico 4 Relacion entre Ciss y frecuencia en Gate sin deformacion Fuente: Scilab.
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Grafico 5 De izquierda a derecha, sefial Vds con 25, 35, 45, 55, 65 Khz Transistor RFP2N08 Fuente: Tektronix MDO3024.
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Deformidad por Frecuencia
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Grafico 6 Sefial Vds con 45Khz usando un osciloscopio como adquisicion de datos Transistor RFP2N08 Fuente: Tektronix MD0O3024.
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Grafico 7 Comparacion del voltaje de salida \Vds (azul) y el modelo matemaético (rojo) Transistor RFP2NO8 Grafico 8 Modelo en tiempo de Vds (azul) y FFT Fuente: Scilab

Fuente: Scilab
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Grafico 9 Comparacion salida Vds (azul) y el modelo (rojo) Transistor
RFP2NO Fuente: Scilab
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Grafico 10 Modelo en tiempo de Vds (azul) y FFT Fuente: Scilab
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Grafico 11 Modelo en tiempo de Vds (azul) y FFT (rojo) tomando
solo la region no lineal Transistor RFP2NO8 Fuente: Scilab
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Grafico 12 Espectro de frecuencia medido del Transistor RFP2N08 Fuente: Scilab
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Conclusiones

El presente trabajo ha permitido identificar que el modelo tradicional de un
MOSFET no es el unico modelo ni el mas aproximado a un dispositivo real,
gue se pueden tener diferentes aproximaciones con mayor o menor grado
de aproximacion y que se puede realizar tanto en voltaje como en
frecuencia, dependiendo el modelo matematico a utilizar como un modelo
algebraico polinomial o una combinacion de funciones trascendentes.
Obteniendo un modelo matematico del transistor adecuado es posible
utilizarlo para aplicaciones especificas como por ejemplo un modulador
AM.
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